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MC9S08QE128 系列简述 
涵盖MC9S08QE128、MC9S08QE96、MC9S08QE64、MCF51QE32等型号 

 8位HCS08中央处理器（CPU） 
- 2.1V到3.6V时，HCS08 CPU高达50.33MHz，在整个工作温度范围内，1.8V到2.1V时为

20MHz。 
- HC08指令集包括新增的BGND指令 
- 支持多达32个中断/复位源 

 片上内存 
- 在所有工作电压和温度范围内可对Flash进行读/编程/擦除操作 
- 随机访问存储器（RAM） 
- 安全电路可防止非法访问RAM和flash的内容 

 节能模式 
- 两种低功耗停止模式；降低功耗等待模式 
- 外设时钟使能寄存器可中止未使用的时钟模块的时钟以减小电流；在停止3模式下，

允许特定外设的时钟 
- 在停止3模式下，可使用极低功耗外部振荡器为活动的外设提供精确时钟 
- 在运行，等待，停止模式下，使用内部和外部时钟源的极低功耗的实时计数器 
- 从停止模式唤醒的典型时间为6μs  

 时钟源选项 
- 振荡器（XOSC）：闭环控制皮尔斯振荡器；范围在 31.25kHz 至 38.4kHz 或 1MHz 至

16MHz 的晶体或陶瓷谐振器 
- 内部时钟源(ICS)：由内部或外部参考时钟控制的FLL；内部参考时钟的精度微调允许

0.2%分辨率和2%的偏差；支持2至50.33MHz的CPU时钟频率 
 系统保护 

- 保持计算机运行正常(COP)的看门狗，可选择采用专用的1kHz内部时钟源或总线时钟

进行工作 
- 带复位或中断的低电压检测，触发电压可选 
- 带复位的非法代码检测 
- 闪存块保护 

 开发支持 
- 单线后台调试接口 
- 在线调试过程中可设置一个断点（外加两个断点） 
- ICE调试模块包含两个比较器和九种触发模式。八级深度的FIFO用于保存流程变化地

址和单事件数据。调试模块支持标记和强制断点。 
 ADC —24通道12位分辨率；2.5μs的转换时间；自动比较功能；1.7mV/℃的温度传感器；

内部带隙参考通道；可在停止3模式下运行；从3.6V至1.8V间全功能可用 
 ACMPx —可选择在比较器输出的上升沿，下降沿或其中一沿中断的两个模拟比较器，

选择与固定的内部带隙参考电压作比较；可有选择地将输出发送到 TPM 模块；可在停

止 3 下运行 
 SCIx —具有全双工不归零（NRZ）编码的两个串行通信接口；支持LIN主设备的扩展打

断信号的产生，LIN从设备的扩展打断信号的检测；在活动的边沿唤醒 
 SPIx —具有全双工或单线双向的两个串行外设接口；双缓冲收发；高位优先(MSB-first)

或低位优先(LSB-first)移位 



 

 

 IICx —两个IIC,最大总线负载可高达100kbps；多主机操作；从机地址可编程；中断驱

动的逐字节数据发送；支持广播模式和10位寻址 
 TPMx — 一个6通道及两个3通道；每个通道可选择输入捕捉、输出比较或带缓冲的边

沿/中心对齐PWM 
 RTC —基于二进制或十进制分频因子的八位模/数计数器；使用外部时钟源则可用作精

确计时，日历或任务切换；片上低功耗振荡器就能用于循环唤醒而无需外部元件 
 输入/输出 

- 70路GPIO（通用输入/输出），一个单输入及一个单输出管脚 
- 16个KBI(键盘输入)中断，极性可选 
- 所有输入引脚接滞后性和可配置上拉设备，所有的输出的引脚均可配置边沿斜率和驱

动强度。 
- 16个引脚有置位和清零的寄存器（PTC和PTE） 
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图 1. MC9S08QE128 系列结构框图 
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1 MC9S08QE128系列比较 
下表对 MC9S08QE128 系列单片机的各种可用资源进行了比较。 

表 1. MC9S08QE128系列 MCU的类型及封装 

特征 MC9S08QE128 MC9S08QE96 MC9S08QE64 
Flash(字节) 131072 98304 65536 

RAM(字节) 8064 6016 4096 

引脚数 80 64 48 44 80 64 48 44 64 48 44 32 

ACMP1 是 

ACMP2 是 

ADC 通道 24 22 10 10 24 22 10 10 22 10 10 10 

DBG 是 

ICS 是 

IIC1 是 

IIC2 是 是 否 否 是 是 否 否 是 否 否 否 

IRQ 是 

KBI 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 

Port I/O1 70 54 38 34 70 54 38 34 54 38 34 26 

RTC 是 

SCI1 是 

SCI2 是 

SPI1 是 

SPI2 是 

TPM1 通道 3 

TPM2 通道 3 

TPM3 通道 6 

XOSC 是 
1 I/O 端口数不包括单输入 PTA5/IRQ/TPM1CLK/ RESET 和单输出 PTA4/ACMP1O/BKGD/MS。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 引脚排列 
 

本节描述了各种封装的引脚排列。参看表 2“不同引脚数封装的可用引脚”。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粗体字标注的管脚是在下一幅图的小封装的基础上添加的。 
图 2. 80-引脚 LQFP 封装的管脚图 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
粗体字标注的管脚是在下一幅图的小封装的基础上添加的。 

图 3. 64-引脚 LQFP 封装的管脚图 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 4. 48-引脚 QFN 封装的管脚图 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5. 44-引脚 LQFP 封装的管脚图 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图 6. 32-引脚 LQFP 封装的管脚图 

 



 

 

 

表 2. MC9S08QE128系列不同封装和引脚数的管脚分配表 

引脚数 最低       ←        优先级       →        最高 
80 64 48 44 32 引脚口 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 
1 1 1 1 1 PTD1 KBI2P1 MOSI2   
2 2 2 2 2 PTD0 KBI2P0 SPSCK2   
3 3 - - - PTH7 SDA2    
4 4 - - - PTH6 SCL2    
5 - - - - PTH5     
6 - - - - PTH4     
7 5 3 3 - PTE7 TPM3CLK    
8 6 4 4 3     VDD 
9 7 5 5 4     VDDA 
10 8 6 6 -     VREFH 
11 9 7 7 -     VREFL 
12 10 8 8 5     VSSA 
13 11 9 9 6     VSS 
14 12 10 10 7 PTB7 SCL1   EXTAL 
15 13 11 11 8 PTB6 SDA1   XTAL 
16 - - - - PTH3     
17 - - - - PTH2     
18 14 - - - PTH1     
19 15 - - - PTH0     
20 16 12 - - PTE6     
21 17 13 - - PTE5     
22 18 14 12 9 PTB5 TPM1CH1 SS1   
23 19 15 13 10 PTB4 TPM2CH1 MISO1   
24 20 16 14 11 PTC3 TPM3CH3    
25 21 17 15 12 PTC2 TPM3CH2    
26 22 18 16 - PTD7 KBI2P7    
27 23 19 17 - PTD6 KBI2P6    
28 24 20 18 - PTD5 KBI2P5    
29 - - - - PTJ7     
30 - - - - PTJ6     
31 - - - - PTJ5     
32 - - - - PTJ4     
33 25 21 19 13 PTC1 TPM3CH1    
34 26 22 20 14 PTC0 TPM3CH0    
35 27 - - - PTF7    ADP17 
36 28 - - - PTF6    ADP16 
37 29 - - - PTF5    ADP15 
38 30 - - - PTF4    ADP14 
39 31 23 21 15 PTB3 KBI1P7 MOSI1  ADP7 
40 32 24 22 16 PTB2 KBI1P6 SPSCK1  ADP6 
41 33 25 23 17 PTB1 KBI1P5 TxD1  ADP5 
42 34 26 24 18 PTB0 KBI1P4 RxD1  ADP4 



 

 

表 2. MC9S08QE128系列不同封装和引脚数的管脚分配表(续表) 

管脚数 最低       ←        优先级       →        最高 

80 64 48 44 32 引脚口 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

43 - - - - PTJ3     
44 - - - - PTJ2     
45 35 - - - PTF3    ADP13 
46 36 - - - PTF2    ADP12 
47 37 27 25 19 PTA7 TPM2CH2   ADP9 
48 38 28 26 20 PTA6 TPM1CH2   ADP8 
49 39 29 - - PTE4     
50 40 30 27 -     VDD 
51 41 31 28 -     VSS 
52 42 - - - PTF1    ADP11 

53 43 - - - PTF0    ADP10 
54 - - - - PTJ1     
55 - - - - PTJ0     
56 44 32 29 - PTD4 KBI2P4    
57 45 33 30 21 PTD3 KBI2P3 SS2   
58 46 34 31 22 PTD2 KBI2P2 MISO2   
59 47 35 32 23 PTA3 KBI1P3 SCL1  ADP3 
60 48 36 33 24 PTA2 KBI1P2 SDA1  ADP2 
61 49 37 34 25 PTA1 KBI1P1 TPM2CH0 ADP1 ACMP1- 
62 50 38 35 26 PTA0 KBI1P0 TPM1CH0 ADP0 ACMP1+ 
63 51 39 36 27 PTC7 TxD2   ACMP2- 
64 52 40 37 28 PTC6 RxD2   ACMP2+ 
65 - - - - PTG7    ADP23 
66 - - - - PTG6    ADP22 
67 - - - - PTG5    ADP21 
68 - - - - PTG4    ADP20 
69 53 41 - - PTE3 SS1    
70 54 42 38 - PTE2 MISO1    
71 55 - - - PTG3    ADP19 
72 56 - - - PTG2    ADP18 
73 57 - - - PTG1     
74 58 - - - PTG0     
75 59 43 39 - PTE1 MOSI1    
76 60 44 40 - PTE0 TPM2CLK SPSCK1   
77 61 45 41 29 PTC5 TPM3CH5   ACMP20 
78 62 46 42 30 PTC4 TPM3CH4 RSTO    
79 63 47 43 31 PTA5 IRQ TPM1CLK RESET   

80 64 48 44 32 PTA4 ACMP1O BKGD MS  



 

 

3电气特征 

3.1简介 

本章包含目前已发布的 MC9S08QE128 系列微处理器的电气和时序规格。 

3.2参数分类 
使用了多种方法保证了本文档中提到的电气参数。为能让客户更好地理解，使用了如下

的分类方法，并在表中适当的地方对参数作了标记。 

表 3. 参数分类 

P 在对每个芯片进行产品测试期间，这些参数得到了保证。 

C 这些参数是对大量的样本进行测量统计得到的，样本的数量大到足以覆盖制程的变化 

T 
除非另外说明，否则这些参数是在典型环境下，从典型设备中抽取较少的样本进行测量统

计得到的。典型列中的所有值均属于这种情况。 

D 这些参数主要来自模拟。 

注：这些分类会在适当的地方出现在参数表的标记为“C”的列中。 

 

3.3绝对最大额定值 
建议不要超过绝对最大额定值，因为在最大值下无法保证正常工作。超过表4中规定的

极值可能会影响可靠性乃至造成设备的永久损坏。功能性操作条件可参照本节中的其它表。 
虽然该设备有电路防止由于高静电或电场而产生损坏，但却推荐使用常规预防措施防止

对该高阻电路施加的电压高于最大值。如果未使用的输入引脚接一个适当的逻辑电压(例如，

VSS或 VDD) 或使能与引脚相关的可编程上拉电阻，将提高操作的可靠性。 

表 4. 绝对最大额定值 

额定值 符号 数值 单位 

供电电压 VDD –0.3至+3.8 V 

VDD最大电流 IDD 120 mA 

数字输入电压 VIn –0.3至VDD+ 0.3 V 

瞬时最大电流 

单引脚极值 (适用于所有端口的引脚) 1、2、3 
ID ± 25 mA 

存储温度范围 Tstg –55至150 ℃ 
1 输入的电流必须小于额定值。为了确定需要多大阻值的限流电阻，计算正（VDD）负（VSS）电压对应的阻值，使

用两者中的极大值。 

2 所有非电源引脚的功能性引脚都在内部接到了VSS和VDD的钳位二极管。 
3 在瞬时最大电流和最大工作电流条件下，电源电压必须保证在工作电压（VDD）范围内。如果正注入电流（VIn > VDD）

大于IDD，从VDD流出的电流会导致外部电源电压不正常。确保外部VDD负载能分流大于最大注入电流的电流，因为 

这在MCU不耗电时（例如：没有系统时钟或者时钟频率非常低时，整体功耗就大大降低）十分危险。 

 
 



 

 

3.4热特性 
本节提供关于工作温度范围，功耗和封装热阻的信息。与片上逻辑和电压调整电路相比， 

I/O 引脚的功耗通常比较小，并且这是由用户确定的，而不是在 MCU 设计时决定的。I/O 引

脚的功耗取决于用引脚的实际电压与 VSS 或 VDD 的差乘上每个引脚的电流。除非引脚电流

异常高（超载），否则引脚电压和 VSS或 VDD的差别会很小。 

表 5. 热特性 

额定值 符号 数值 单位 

操作温度范围（封装） TA 
TL至TH 

(–40 至 85 或 0 至 70)1 
℃ 

结点最高结温 TJM 95 ℃ 

热阻 

单层板 

 32-引脚 LQFP 

θJA 

82 

℃/W 44-引脚 LQFP 68 

48-引脚 QFN 81 

64-引脚 LQFP 
θJA 

69 
℃/W 

80-引脚 LQFP 60 

热阻 

四层板 

 32-引脚 LQFP 

θJA 

54 

℃/W 44-引脚 LQFP 46 

48-引脚 QFN 26 

64-引脚 LQFP 
θJA 

50 
℃/W 

80-引脚 LQFP 47 
1 取决于封装 

 
可用下面等式计算片上结点的平均温度（TJ）： 

TJ = TA + (PD×θJA)                  （1） 
其中： 
TA = 环境温度, ℃ 
θJA=热阻封装, 结点到环境, 　℃/W 
PD = Pint +PI/O  
Pint = IDD×VDD, 瓦——芯片内部功率 
PI/O = 输入和输出引脚的功耗——用户决定 
对于大多数应用，PI/O <<Pint 因而可以忽略。PD和 TJ 间的近似关系为（若 PI/O被忽略）： 

PD = K÷(TJ + 273℃)              （2） 
通过等式（1）和等式（2）可求得K: 

K = PD×(TA + 273℃) +θJA×(PD)2  （3） 
其中 k 是与特定部分有关的常数。已知 TA，测量 PD (处于平衡状态时)通过等式（3）可确定

K。对于任意 TA值，使用该 K 值，通过迭代等式（1）和等式（2）可求得 PD和 TJ。 

 



 

 

3.5 ESD防护和闭锁抗扰度 
虽然静电放电（ESD）对这些设备的损坏远没有早期 CMOS 电路常见，但还应采用常

规预防措施来防止静电放电的产生。质量检测可确保设备能经受住一定范围内的静电放电，

使其在这个范围内不会出现永久性损坏。 
所有ESD测试都符合汽车级集成电路的AEC-Q100应力测试标准。分别在人体模型

(HBM)、机器模型(MM)和带电设备模型(CDM)下，对设备进行静电放电承受力测试。 
如果发生了ESD脉冲后，设备再也不能达到它的规格就认为该设备是次品。除非指定否

则按照设备规格，先在高温然后在室温下对每个规格的设备完成DC参数和功能测试。 

表 6.ESD防护和闭锁抗扰度测试环境 

模型 描述 符号 值 单位 

人体模型

串联电阻 R1 1500 Ω 

存储电容 C 100 pF 

每个引脚脉冲数 — 3  

机器模型

串联电阻 R1 0 Ω 

储存电容 C 200 pF 

每个引脚脉冲数 — 3  

闭锁 
最小输入电压  -2.5 V 

最大输入电压  7.5 V 

 

表 7.ESD和闭锁保护特征 

编号 分级 1 符号 最小值 最大值 单位 

1 人体模型(HBM) VHBM ±2000 — V 

2 机器模型(MM) VMM ± 200 — V 

3 带电器件模型(CDM) VCDM ± 500 — V 

4 TA = 85℃时闭锁电流 ILAT ± 100 — mA 
1 除非说明，否则参数是在典型环境下，从典型设备中采样得到的。 

 

 
 



 

 

3.6 DC特征 
本节包括对电源的要求和 I/O 引脚特征信息。 

表 8.DC特征 

编

号 
C 特征 符号 条件 最小值 

典型

值
1
 

最大值 单位

1  工作电压   1.8  3.6 V 

2 

C 

输 出

高 电

压 

所有 I/O 引

脚 低 驱 动

强度 

VOH

1.8V,ILoad= –2mA VDD–0.5 — — 

V 
P 

所有 I/O 引

脚 高 驱 动

强度 

2.7V,ILoad= 
–10mA 

VDD–0.5 — — 

T 
2.3V, ILoad = 

–6mA 
VDD–0.5 — — 

C 
1.8V, ILoad = 

–3mA 
VDD–0.5 — — 

3 D 
输 出

高 电

流 

所 有 口 最

大 总 电 流

IOH 
IOHT  — — 100 mA 

4 

C 
输 出

低 电

压 

所有 I/O 引

脚 低 驱 动

强度 
VOL

1.8 V, ILoad = 2 
mA 

— — 0.5 

V P 
所有 I/O 引

脚 高 驱 动

强度 

2.7 V, ILoad = 10 
mA 

— — 0.5 

T 2.3 V, ILoad = 6 mA — — 0.5 
C 1.8 V, ILoad = 3 mA — — 0.5 

5 D 
输 出

低 电

流 

所 有 口 最

大 总 电 流

IOL 
IOLT  — — 100 mA 

6 
P 输 入

高压 
所 有 数 字

输入 VIH
VDD >2.7 V 0.70×VDD — — 

V 
C VDD > 1.8 V 0.85×VDD — — 

7 
P 输 入

低压 
所 有 数 字

输入 VIL 
VDD > 2.7 V — — 0.35×VDD 

C VDD >1.8 V — — 0.30×VDD 

8 C 
输 入

滞后 
所 有 数 字

输入 
Vhys  0.06×VDD — — mV 

9 P 
输 入 漏

电流 
所 有 单 输

入引脚 
|IIn| 

VIn = VDD或 
VSS 

— 0.1 1 µA 

10 P 
Hi-Z( 关
状态)漏
电流 

所有输入 /
输出引脚 |IOZ| VIn = VDD或 VSS — 0.1 1 µA 

11 P 
上 拉

电阻 

使 能 时 所

有 数 字 输

入 
RPU  17.5 — 52.5 kΩ 

12 D 

注 入

直 流

电流 2，

3，4 

单引脚极值 

IIC 
VIN < VSS, 
VIN > VDD 

–0.2 — 0.2 mA 
整个 MCU 的

极值，包括所

有驱动引脚

的和 

–5 — 5 mA 

13 C 所有引脚输入电容 CIn  — — 8 pF 
14 C RAM 保持电压 VRAM  — 0.6 1.0 V 
15 C POR 恢复电压 5 VPOR  0.9 1.4 1.79 V 
16 D POR 恢复时间 tPOR  10 — — µs 



 

 

 

表 8.DC特征(续表) 

编

号 
C 特征 符号 条件 最小值

典型

值
1
 

最大值 单位 

17 P 
低电压检测阈值—
高范围 

VLVDH
VDD下降 
VDD上升 

2.08 
2.16 

2.1 
2.19 

2.2 
2.27 

V 

18 P 
低电压检测阈值—
低范围 

VLVDL
VDD下降 
VDD上升 

1.80 
1.88 

1.82 
1.90 

1.91 
1.99 

V 

19 P 
低电压警告阈值—
高范围 

VLVWH
VDD下降 
VDD上升 

2.36 
2.36 

2.46 
2.46 

2.56 
2.56 

V 

20 P 
低电压警告阈值—
低范围 

VLVWL
VDD下降 
VDD上升 

2.08 
2.16 

2.1 
2.19 

2.2 
2.27 

V 

21 P 
复位/恢复滞后低电

压 
Vhys 

 
— 80 — mV 

22 P 带隙基准电压源 6 VBG  1.19 1.20 1.21 V 
1 典型值是在25℃下测得的。 
2 
所有非电源的功能性引脚都在内部接到了VSS和VDD的钳位二极管。 

3 输入的电流必须小于指定的值。为了确定需要多大阻值的限流电阻，计算正负钳位电压对应的阻值，使用两者中的

极大值。 
4
在瞬时最大电流和最大工作电流条件下，电源的电压必须保证在工作电压（VDD）范围内。如果正注入电流（VIn > VDD）

大于 IDD，从 VDD 流出的电流会导致外部电源电压不正常。确保外部 VDD 负载能分流大于最大注入电流的电流，因

为 这在 MCU 不耗电时（例如：没有系统时钟或者时钟频率非常低时，整体功耗就大大降低）十分危险。 
5 最大值是能保证 POR 的最大电压 
6 工厂校准在 VDD= 3.0 V, Temp = 25℃ 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

图 7. 上拉和下拉典型电阻值 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

图 8.典型低边驱动器（Sink）特征-低驱动（PTxDSn=0） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 9.典型低边驱动器（Sink）特征-高驱动（PTxDSn=1） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

图 10.典型高边驱动器（Source）特征-低驱动（PTxDSn=0） 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 11. 典型高边驱动器（Source）特征-高驱动（PTxDSn=1） 

3.7供电电流特性 
本节包括了在各种工作模式下电源电流的信息。 

表 9. 供电电流特征 

编

号 
C 参数 符号 总线频率 

VDD 

(V) 

典型

值
1
 

最大

值 

单

位 
温度（℃）

1 

P 运行供电电流 

FEI 模式，所有模

块打开 
RIDD 

25.165 MHz

3 

17.5 TBD

mA –40 至 85℃
T 20 MHz 14.4 TBD

T 8 MHz 6.5 TBD

T 1 MHz 1.4 TBD

2 

C 运行供电电流 

FEI 模式，所有模

块关闭 
RIDD 

25.165 MHz

3 

11.5 TBD

mA –40 至 85℃
T 20 MHz 9.5 TBD

T 8 MHz 4.6 TBD

T 1 MHz 1.0 TBD

3 

T 
运行供电电流 

LPS=0，所有模

块打开 
RIDD 

16 kHz 

FBILP 
3 

152 
TBD

μA –40 至 85℃

T 
16 kHz 

FBELP 
115 

TBD

4 

T 

运行供电电流 

LPS=1，所有模

块关闭，从 Flash

运行 
RIDD 

16 kHz 

FBELP 
3 

21.9 

TBD

μA 

0 至 70℃ 

TBD

–40 至 85℃

T 

运行供电电流 

LPS=1，所有模

块关闭，从 RAM

运行 

7.3 

TBD 0 至 70℃ 

TBD

–40 至 85℃

5 

C 等待模式电流 

FEI 模式，所有模

块打开 

WIDD 25.165 MHz

3 

5740 TBD

μA –40 至 85℃
T 20 MHz 4570 TBD

T 8 MHz 2000 TBD

T 1 MHz 730 TBD

6 

 Stop2 模式电流 S2IDD n/a 
3 350 

TBD

nA 

0 至 70℃ 

P TBD –40 至 85℃

 
2 250 

TBD 0 至 70℃ 

C TBD –40 至 85℃



 

 

表 9. 供电电流特征（续表） 

编

号 
C 参数 符号

总线频

率 

VDD 

(V) 

典型

值
1
 

最大

值 

单

位 
温度（℃） 

7 

 

Stop3 模式电流 

没有时钟激活 
S3IDD n/a 

3 
450 

TBD

nA 

0 至 70℃ 

P 3 TBD –40 至 85℃ 

 2 
350 

TBD 0 至 70℃ 

C 2 TBD –40 至 85℃ 

8 T 

低功

耗模

式下

负加

电流 

EREFSTEN=1 
 32 kHz

3 

500 TBD
nA 

0 至 70℃ 

TBD –40 至 85℃ 

9 T IREFSTEN=1 
32 kHz 70 TBD

μA 
0 至 70℃ 

TBD –40 至 85℃ 

10 T TPM PWM 
100 Hz 12 TBD

μA 
0 至 70℃ 

TBD –40 至 85℃ 

11 T 
SCI, SPI, 或 

IIC 

300 

bps 

15 TBD
μA 

0 至 70℃ 

TBD –40 至 85℃ 

12 T 
RTC using 

LPO 

1 kHz 200 TBD
nA 

0 至 70℃ 

TBD –40 至 85℃ 

13 T 
RTC using 

ICSERCLK 

32 kHz 1 TBD
μA 

0 至 70℃ 

TBD –40 至 85℃ 

14 T LVD 
n/a 100 TBD

μA 
0 至 70℃ 

TBD –40 至 85℃ 

15 T ACMP 
n/a 20 TBD

μA 
0 至 70℃ 

TBD –40 至 85℃ 
1“典型值”列的数据是在 3.0V，25℃测量出的值或者是推荐的值 

 



 

 

 
 
 

TBD 
 
 
 
 
 

 
图 12. 在 FBE 和 FEI 模式下,典型的运行电流 IDD和 VDD 

(ACMP 和 ADC 关闭,使能所有其他模块) 

 



 

 

3.8 外部振荡器(XOSC)特征 
参考图 13 和图 14 的晶振或谐振电路。 

表 10. XOSC 和 ICS规格（温度范围 ＝ –40至 85℃） 

编

号 
C 特征 符号 最小值

典型

值
1
 

最大

值 
单位

1 C 

晶体谐振器(EREFS = 1, ERCLKEN = 1) 
低范围(RANGE = 0) 

高范围(RANGE = 1)，高增益 (HGO = 1) 

高范围(RANGE = 1)，低功耗(HGO = 0) 

flo 

fhi 

fhi 

32 

1 

1 

— 

— 

— 

38.4 

16 

8 

kHz

MHz

MHz

2 D 

负载电容 

低范围(RANGE=0)，低功耗(HGO=0) 

其它振荡器设定 

C1,C2
注2 

注3 

3 D 

反馈电阻 

低范围，低功耗(RANGE=0, HGO=0) 2 

低范围，高增益(RANGE=0, HGO=1) 

高范围(RANGE=1, HGO=X) 

RF 

— 

— 

— 

— 

10 

1 

— 

— 

— 
MΩ

4 D 

串联电阻 

低范围，低功耗(RANGE = 0, HGO = 0) 2 

低范围，高增益(RANGE = 0, HGO = 1) 

高范围，低功耗(RANGE = 1, HGO = 0) 

高范围，高增益(RANGE = 1, HGO = 1) 

≥8 MHz 

4 MHz 

1 MHz 

RS 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

100 

0 

0 

0 

— 

— 

— 

0 

10 

20 

kΩ 

5 C 

晶振建立时间
4 

低范围，低功耗 

低范围，高功耗 

高范围，低功耗 

高范围，高功耗 

tCSTL

tCSTH

— 

— 

— 

— 

200 

400 

5 

15 

— 

— 

— 

— 

ms 

6 D 

方波输入时钟频率（EREFS=0, ERCLKEN = 1）

FEE模式 

FBE 或 FBELP 模式 
fextal 

0.03125

0 
— 

— 
50.33 

50.33 
MHz

MHz

1“典型值”列的数据是在 3.0V，25℃测量出的值或者是推荐的值。 
2 当 RANGE=HGO=0 时，负载电容（C1，C2），反馈电阻（RF）和串联电阻（RS）都并入到芯片内部了。 
3 参照晶振或谐振器制造商的建议。 
4 必须遵循正确的PC板布板方式，才能达到规格书中的指标。 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图 13. 典型的晶体或谐振电路：高范围和低范围/高增益 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图 14. 典型的晶体或谐振电路：低范围/低增益 

3.9 内部时钟源(ICS)特征 

表 11.ICS频率规格（温度范围 ＝ –40至 85℃） 

编号 C 特征 符号 最小值 典型值
1

最大值 单位 

1 P 
平均内部参考频率-工厂校准

VDD= 3.6 V 温度= 25℃ 
fint_ft  32.768  kHz 

2 P 内部参考频率-用户选择 fint_ut 31.25  39.06 kHz 
3 T 内部参考开始时间 tIRST  60 100 µs 

4 

P 

DCO 输出频率范

围 2 

低 范 围

(DRS=00)

fdco_u 

16  20 

MHz C 
中间范围 
(DRS=01)

32  40 

P 
高 范 围

(DRS=10)
48  60 

5 

P 
DCO 输出频率 2 
参 考 频 率 ＝

32768 Hz, 
DMX32 = 1 

低 范 围 
(DRS=00)

fdco_DMX32 

 19.92  

MHz P 
中间范围

(DRS=01)
 39.85  

P 
高 范 围

(DRS=10)
 59.77  

6 C 
固定电压和温度下 DCO 输出

频率（使用 FTRIM）精度 
Δfdco_res_t  ± 0.1 ± 0.2 %fdco 



 

 

表 11.ICS频率规格（温度范围 ＝ –40至 85℃）（续表） 

编号 C 特征 符号 最小值 典型值
1

最大值 单位 

7 C 
固定电压和温度下 DCO 输出

频率（不使用 FTRIM）精度 
Δfdco_res_t  ± 0.2 ± 0.4 %fdco 

8 C 
电压范围和温度均超出范围时

DCO 输出频率的总偏差 
Δfdco_t  

+ 0.5 
-1.0 

± 2 %fdco 

9 C 
温度在 0℃到 70℃之间但电压

范围超出时 DCO 输出频率的

总偏差 
Δfdco_t  ± 0.5 ± 1 %fdco 

10 C FLL 采集时间 3 tAcquire   1 ms 

11 C 
（平均超过 2ms 间隔）DCO
输出时钟 4 的长时抖动 

CJitter  0.02 0.2 %fdco 

1 “典型值”列的数据是在 3.0V，25℃测量出的值或者是推荐的值。 
2 产生的总线时钟频率不能超过给定的总线时钟的最大值。 
3  当 FLL 参考源或参考分频发生变化，或校准值发生变化或从禁止 FLL（FBELP，FBILP）变到使能 FLL(FEI，FEE，FBE，

FBI)的时候可使用该指标。如果晶体/谐振器被用来作为参考就认为处于运行态。 

4  抖动是在最大 fBus下频率在指定时间间隔内的平均偏移。测量是对通过滤波器供电和稳定外部时钟信号的设备进行的，

经 VDD 和 VSS 注入 FLL 电路的噪音和晶体振荡器的变化使频率在给定的时间间隔内增加了 Cjitter 个百分点。 



 

 

 
 
 
 
 
 

TBD 
 
 
 
 
 

图 15. DCO 输出与给定频率的偏差 (50.33 MHz, 3.0 V) 

 
 
 
 
 

TBD 
 
 
 
 

图 16. DCO 输出与给定频率的偏差(50.33 MHz, 25℃) 

 



 

 

3.10 AC特性 
本节描述了每个外设系统的时序特性。 

3.10.1 控制时序 

表 12. 控制时序 

编

号 
C 分级 符号 最小值 

典型

值
1
 

最大值 单位 

1 D 
总线频率 (tcyc = 1/fBus) 

VDD≤ 2.1V 
VDD> 2.1V 

fBus 
dc 
dc 

 
— 
— 

10 
25.165 MHz 

2 D 内部低功耗振荡器周期 tLPO 700 — 1300 μs 
3 D 外部复位脉宽 2 textrst 100 — — ns 
4 D 复位低驱动 trstdrv 34×tcyc — — ns 

5 D 
背景调试迫使进入用户或 BDM 模式后

BKGD/MS 建立时间 
tMSSU 

500 — — 
ns 

6 D 
背景调试迫使进入用户或 BDM 模式后

BKGD/MS 持续时间
3 

tMSH 
100 — — 

μs 

7 D 
IRQ 脉宽 

异步 2 
同步 4 

tILIH, 
tIHIL 

 
100 

1.5×tcyc

 
— 
— 

 
— 
— 

ns 

8 D 
键盘中断 
异步 2 
同步 4 

tILIH, 
tIHIL 

 
100 

1.5×tcyc

 
— 
— 

 
— 
— 

ns 

9 C 

端口上升和下降时间— 
低输出驱动(PTxDS = 0) (load = 50 pF)5 
禁止转换率控制(PTxSE = 0) 
使能转换率控制(PTxSE = 1) 

tRise, 
tFall 

 
— 
— 

 
TBD
TBD

 
— 
— 

ns 

端口上升和下降时间— 
高输出驱动(PTxDS = 1) (load = 50 pF) 
禁止转换率控制(PTxSE = 0) 
使能转换率控制(PTxSE = 1) 

tRise, 
tFall 

 
— 
— 

 
TBD
TBD

 
TBD 
TBD 

ns 

10 C 
Stop3 恢复时间，从中断事件发生到提

取中断向量 
tSTPREC

— 6 10 
μs 

1“典型值”列的数据是在 3.0V，25℃测量出的值或者是推荐的值。 
2  确保能识别引脚复位或中断请求的最短脉冲。更短的脉冲不能保证覆盖掉内部的复位源。 
3 若要在 POR 后进入 BDM 模式，在上电时，BKGD/MS 应保持低，并在 VDD 超过 VLVD 后保持 tMSH时间 
4 确保能通过引脚同步电路的最短脉冲。更短的脉冲有可能不能被识别。在此停止模式下，同步电路被旁路，短脉冲可

以被识别。 
5 下面的时序图显示的是 20%和 80%的 VDD 时，温度范围–40℃至 85℃之间的情况。 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

图 17.复位时序 

 
 

 

 

 

 

 

 

图 18. IRQ /KBIPx 时序 

 

3.10.2 TPM 模块时序 

同步电路确定可被识别的最短输入脉冲或可以用来作为时钟计数器可选的外部源的最

快的时钟。这些同步器在当前总线时钟下运行。 

表 13. TPM输入时序 

编号 C 功能 符号 最小值 最大值 单位 

1 D 外部时钟频率 fTCLK 0 fBus/4 Hz 

2 D 外部时钟周期 tTCLK 4 — tcyc 

3 D 外部时钟处于高电平时间 tclkh 1.5 — tcyc 

4 D 外部时钟处于低电平时间 tclkl 1.5 — tcyc 

5 D 输入捕捉脉宽 tICPW 1.5 — tcyc 

 

 
 

 

 

 

 

图 19.定时器外部时钟 

 
 

 

 

 

 

 

 

图 20.定时器输入捕捉脉冲 



 

 

 

3.10.3 SPI时序 

表 14和图 21至 24描述了 SPI系统所需的时序。 

表 14.SPI时序 

编号 C 功能 符号 最小值 最大值 单位 

— D 

工作频率 

主 

从 

fop  

fBus/2048

0 

 

fBus/2 

fBus /4 

 

Hz 

Hz 

1 D 

SPSCK 周期 

主 

从 

tSPSCK  

2 

4 

 

2048 

— 

 

tcyc 

tcyc 

2 D 

使能信号提前时间 

主 

从 

tLead  

12 

1 

 

— 

— 

 

tSPSCK 

tcyc 

3 D 

使能信号后延时间 

主 

从 

tLag  

12 

1 

 

— 

— 

 

tSPSCK 

tcyc 

4 D 

时钟信号(SPSCK)为高或低的时间 

主 

从 

tWSPSCK  

tcyc – 30 

tcyc – 30 

 

1024 tcyc 

— 

 

ns 

ns 

5 D 

数据建立时间(输入) 

主 

从 

tSU  

15 

15 

 

— 

— 

 

ns 

ns 

6 D 

数据保持时间(输入) 

主 

从 

tHI  

0 

25 

 

— 

— 

 

ns 

ns 

7 D 从设备访问时间 ta  1 tcyc 

8 D 从设备 MISO 抑制时间 tdis  1 tcyc 

9 D 

数据有效时间(从 SPSCK 沿后算起) 

主 

从 

tv  

— 

— 

 

25 

25 

 

ns 

ns 

10 D 

数据保持时间(输出) 

主 

从 

tHO  

0 

0 

 

— 

— 

 

ns 

ns 

11 D 

上升时间 

输入 

输出 

 

tRI 

tRO 

 

— 

— 

 

tcyc– 25 

25 

 

ns 

ns 

12 D 

下降时间 

输入 

输出 

 

tFI 

tFO 

 

— 

— 

 

tcyc– 25 

25 

 

ns 

ns 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 

1. ss 输出模式(DDS7 = 1, SSOE = 1)。 

2. LSBF = 0.若 LSBF = 1, 位序是 LSB, bit 1, ..., bit 6, MSB。 
图 21.SPI Master 时序(CPHA = 0) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 

1. ss 输出模式(DDS7 = 1, SSOE = 1)。 

2. LSBF = 0. 若 LSBF = 1, 位序是 LSB, bit 1, ..., bit 6, MSB。 
图 22.SPI Master 时序(CPHA = 1) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 

1. 虽未定义，但通常字符按 MSB 接收 

图 23.SPI 从时序(CPHA = 0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 

1. 虽未定义，但通常字符按 LSB 接收 

图 24.SPI 从时序(CPHA = 1) 

3.10.4 模拟比较器(ACMP)电气特性 

表 15. 模拟比较器电气特性 

C 特征 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

D 供电电压 VDD 1.80  3.6 V 
P 供电电流 IDDAC — 20 35 μA 
D 模拟输入电压 VAIN VSS– 0.3 — VDD V 
P 模拟输入电压偏置 VAIO  20 40 mV 
C 模拟比较滞后 VH 3.0 9.0 15.0 mV 
P 模拟输入漏电流 IALKG — — 1.0 μA 
C 模拟比较器初始化延迟 tAINIT — — 1.0 μs 

 
 



 

 

3.10.5 ADC特征 

表 16. 12位 ADC工作条件 

C 特征 条件 符号 最小值 典型值
1

最大值 单位 注释 

D 供电电压 

绝对值 VDDAD 1.8 — 3.6 V  

与 VDD 的差值

(VDD -VDDAD)2 
ΔVDDAD -100 0 +100 mV 

 

D 地电压 
与 VSS 的差值

(VSS-VSSAD)2 
ΔVDDAD -100 0 +100 mV 

 

D 参考电压高  VREFH 1.8 VDDAD VDDAD V  

D 参考电压低  VREFL VSSAD VSSAD VSSAD V  

D 输入电压  VADIN VREFL — VREFH V  

C 输入电容  CADIN — 4.5 5.5 pF  

C 输入电阻  RADIN — 5 7 kΩ  

C 模拟源电阻 

12 位模式 
fADCK > 4MHz 
fADCK < 4MHz 

RAS — —  
2 
5 

kΩ MCU 外

部 

10 位模式 
fADCK > 4MHz 
fADCK < 4MHz 

— —  
5 
10 

8 位模式（所有

有效的 fADCK） 
— — 10 

D 
ADC转换时

钟频率 

高速(ADLPC=0) fADCK 0.4 — 8.0 MHz  

低速(ADLPC=1) 0.4 — 4.0 
1 除非声明，否则典型值是在 VDDAD = 3.0V，Temp = 25°C，fADCK=1.0MHz 得到的。该值并未经产品测试，仅用于参考。 
2 DC 电位差。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 25.ADC 输入阻抗等效图 

 



 

 

 
表 17. 12位 ADC特征(VREFH = VDDAD, VREFL = VSSAD) 

特征 条件 C 符号 
最小

值 

典型

值
1
 

最大

值 
单位 注释 

供电电流 

ADLPC=1 

ADLSMP=1 

ADCO=1 

 T IDDAD — 120 — 

µΑ 

 

供电电流 

ADLPC=1 

ADLSMP=0 

ADCO=1 

 T IDDAD — 202 — 

µΑ 

 

供电电流 

ADLPC=0 

ADLSMP=1 

ADCO=1 

 T IDDAD — 288 — 

µΑ 

 

供电电流 

ADLPC=0 

ADLSMP=0 

ADCO=1 

 P IDDAD — 0.532 1 

mΑ 

 

供电电流 停止，复位，模块

关闭 

 IDDAD — 0.007 0.8 
µΑ 

 

ADC异步时

钟源 

高速(ADLPC=0) P fADACK 2 3.3 5 
MHz

tADACK=1/fADACK

低速(ADLPC=1) C 1.25 2 3.3 

转 换 时 间

（包括采样

时间） 

短采样(ADLSMP = 0) P tADC — 20 — 
ADCK 

周期数 

参照 MC9S08 

QE128 参考手

册的 ADC 章 

长采样(ADLSMP = 1) C — 40 — 

采样时间 短采样(ADLSMP = 0) P tADS — 3.5 — ADCK 

周期数 长采样(ADLSMP = 1) C — 23.5 — 

总不可调整

误差 

12 位模式 T ETUE — ±3.0 — 

LSB2

包括量化误差 

10 位模式 P — ±1 ±2.5

8 位模式 T — ±0.5 ±1.0

差分非线性

误差 

12 位模式 T DNL — ±1.75 — 

LSB2

 

10 位模式 3 P — ±0.5 ±1.0

8 位模式 3 T — ±0.3 ±0.5

积分非线性

误差 

12 位模式 T INL — ±1.5 — 

LSB2

 

10 位模式 P — ±0.5 ±1.0

8 位模式 T — ±0.3 ±0.5

零度误差 12 位模式 T EZS — ±1.5 — 

LSB2

VADIN = VSSAD 

10 位模式 P — ±0.5 ±1.5

8 位模式 T — ±0.5 ±0.5

 
 



 

 

表 17. 12位 ADC特征(VREFH = VDDAD, VREFL = VSSAD)(续表) 

特征 条件 C 符号
最小

值 

典型

值
1
 

最大

值 
单位 注释 

满度误差 12 位模式 T EFS — ±1.0 — LSB2
 VADIN = VDDAD 

10 位模式 P — ±0.5 ±1 

8 位模式 T — ±0.5 ±0.5

量化误差 12 位模式 EQ — — -1 到 

0 

— LSB2  

10 位模式 — — — ±0.5

8 位模式 — — — ±0.5

输 入 漏 电

流误差 

12 位模式 EIL — — ±2 — LSB2 Pad leakage4 

* RAS 10 位模式 — — ±0.2 ±4 

8 位模式 — — ±0.1 ±1.2

温 度 传 感

器斜率 

-40℃到 25℃ m — — 1.646 — mV/℃  

25℃到 85℃ — — 1.769 — 

温 度 传 感

器电压 

25℃ VTEMP25 — — 701.2 — mV  

1 除非声明，否则典型值是在 VDDAD = 3.0V，Temp = 25℃，fADCK=1.0MHz 得到的。该值并未经产品测试，仅用于参考 
2 1 LSB = (VREFH - VREFL)/2N 
3 在 10 位和 8 位模式下保证单调性和无漏码 
4 基于输入端漏电流。参考管脚的电气性能 

 
 



 

 

3.10.6 Flash 特点 

本节详细提供了 flash 存储器写/擦次数和擦写耐久能力。 
擦和写操作只要提供通常的 VDD 而不需要其它特殊的电压。关于擦/写操作的详细信息

可参照 MC9S08QE128 参考手册的 Memory 一章。 
表 18. Flash 特征 

C 特征 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

D 写/擦所需供电电压-40℃至 85℃ Vprog/erase 1.8  3.6 V 

D 读操作所需供电电压 VRead 1.8  3.6 V 

D 内部 FCLK 频率 1 fFCLK 150  200 kHz 

D 内部 FCLK 周期(1/FCLK) tFcyc 5  6.67 µs 

P 字节写入时间
（2）（随机位置） tprog 9 tFcyc 

P 字节写入时间
（2）（随机位置） tBurst 4 tFcyc 

P 页擦除时间 2 tPage 4000 tFcyc 

P 整体擦除时间
（2） tMass 20,000 tFcyc 

 字节写入电流 3 RIDDBP — 4 — mA 

 页擦除电流 3 RIDDPE — 6 — mA 

C 擦写次数 4 

TL至TH = –40℃至+ 85℃ 

T = 25℃ 

 10,000 

— 

— 

100,000

— 

— 次数 

C 数据保持 5 tD_ret 15 100  年 
1 该时钟频率由软件设定。 
2 这些值由硬件状态机控制。用户代码无需计算周期，可用于近似计算出写和擦除的时间。 
3 写入和擦除电流附加在标准运行电流 IDD之上。这些值是在室温下，VDD = 3.0 V，总线频率 = 4.0 MHz 下测得的。 
4 该产品系列的典型擦写次数是通过HC9S12Dx64估算出的。Freescale定义的典型擦写次数，请参考EB619工程报告的

“非易失存储器典型擦写次数”部分。 
5 数据保持时间是基于技术本身的能力在高温测得后用阿列纽斯公式折算到 25℃下的值。Freescale 定义的数据保持时

间，请参考 EB618 工程报告的“非易失存储器典型数据保持时间”部分。 

 
 

 



 

 

3.11 EMC性能 
电磁兼容性(EMC)性能在很大程度上依赖于 MCU 所在的环境。电路板的设计和布局，

电路拓扑的选择，外部元件的位置和特点以及 MCU 的软件操作对 EMC 性能都有很大的影

响。系统设计者优化EMC性能时应该参考Freescale的应用笔记建议，例如AN2321、AN1050、
AN1263、AN2764 和 AN1259。 

3.11.1 辐射发射 

微处理器的射频辐射是通过TEM/GTEM Cell方法（采用IEC 61967-2和SAE J1752/3标
准）在150 kHz到1 GHz的范围内测得的。运行专门的EMC测试软件对安装在定制的评估板

上的微处理器做测量。在各个方向测得的射频辐射发射的最大值小于等于该报告的发射水

平。 

表 19. 辐射发射，电场 

参数 符号 条件 频率 fOSC/fBUS 
等级 

1
 

(最大) 单位 

辐射发射，

电场 
VRE_TEM

VDD = TBD 

TA = +25℃ 

封装类型 TBD

0.15–50 MHz 

TBD crystal 

TBD bus 

TBD 

dBµV 
50–150 MHz TBD 

150–500 MHz TBD 

500–1000 MHz TBD 

IEC Level TBD — 

SAE Level TBD — 
1
基于质量检测的结果。 

 
 

3.11.2 瞬间传导抗扰度 

Freescale公司专门设计了EMC测试软件，通过该软件对安装在定制的评估板上的微处理

器的瞬间传导抗扰度做测试。传导抗扰度取决于微处理器每个引脚注入的传导抗扰信号。瞬

间波形和注入技术基于IEC61000-4-4(EFT/B)。在测试配置过程中，引起任何引脚性能下降

的瞬间电压大于等于该报告的水平，除非由表20下面的脚注指出。 

表 20. 传导抗扰度，EFT/B 

参数 符号 条件 fOSC/fBUS 结果 
振幅

1
 

(最小) 
单位 

传导抗扰

度，瞬降/瞬

断电压

(EFT/B) 

VCS_EFT 

VDD = TBD

TA = +25℃

封装类型 

TBD 

TBD crystal

TBD bus 

A TBD 

kV 
B TBD 

C TBD 

D TBD 
1 
基于质量检测的结果，没有经过产品测试。 

 

 

 



 

 

 

在表 21 中描述了抗扰性的分类。 

表 21. 抗扰性类别 

结果 性能标准 

A 无故障 在受冲击期间及冲击消除后 MCU 能按设计的规格运行 

B 自恢复故障 
在冲击期间MCU不能按设计的规格运行，冲击消除后MCU能自动恢复

到正常运行 

C 软故障 
在冲击期间 MCU 不能按设计的规格运行，直到冲击消除并且 RESET

引脚复位后才能恢复到正常运行 

D 硬故障 
在冲击期间 MCU 不能按设计的规格运行，直到冲击消除并且断电复位

后才能恢复到正常运行 

E 损坏 
在冲击期间及冲击消除后 MCU 不能按设计的规格运行，由于物理损坏

或是永久性性能退化使得 MCU 不能恢复到正常运行 

 
 



 

 

4订购信息 
本节包含了 MC9S08QE128、MC9S08QE96 和 MC9S08QE64 设备的订购信息。 

表 22.订购信息 

产品号
1 

存储器 
温度范围(℃) 封装

2 
Flash RAM 

MC9S08QE128CLK 

128K 8K 

 80 LQFP 

MC9S08QE128CLH  64 LQFP 

MC9S08QE128CFT  48 QFN 

MC9S08QE128CLD  44 LQFP 

MC9S08QE96CLK 

96K 6K 

 80 LQFP 

MC9S08QE96CLH  64 LQFP 

MC9S08QE96CFT  48 QFN 

MC9S08QE96CLD  44 LQFP 

MC9S08QE64CLH 

64K 4K 

 64 LQFP 

MC9S08QE64CFT  48 QFN 

MC9S08QE64CLD  44 LQFP 

MC9S08QE64CLC  32 LQFP 
1 参考 MC9S08QE128RM 手册，详细描述了每个设备上的模块。 
2 参照表 23 的封装信息。 

 
 

4.1设备命名规则 
利用该命名规则的示例如下： 

 

 

系列 

温度范围 

（C=–40℃至 85℃） 

产品状态 

（MC=合格） 

存储器类型标志 

（9=片内带闪存） 

芯片内核 

封装标志（见表 23） 

近似的 Flash 存储器大小 

(以 KB 为单位) 



 

 

5封装信息 
下表详细描述了各种可用的封装。 

表 23.封装描述 

引脚数 封装类型 缩写 Designator 案例号 文档号 

80 薄片封装 LQFP LK 917A 98ASS23237W 

64 薄片封装 LQFP LH 840F 98ASS23234W 

48 四方扁平贴片封装 QFN FT 1314 98ARH99048A 

44 薄片封装 LQFP LD 824D 98ASS23225W 

32 薄片封装 LQFP LC 873A 98ASH70029A 

5.1机械图 
下面是在表23描述的封装的机械图。请访问我们的网站（http://www.freescale.com）并

在关键字搜索框输入封装的文件号以取得最新提供的图。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

注： 
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI 
Y14.5M, 1982. 
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER. 
3. DATUM PLANE –H– IS LOCATED AT BOTTOM OF 

LEAD AND IS COINCIDENT WITH THE LEAD 
WHERE THE LEAD EXITS THE PLASTIC BODY AT 
THE BOTTOM OF THE PARTING LINE. 

4. DATUMS –L–, –M– AND –N– TO BE DETERMINED 
AT DATUM PLANE –H–. 

5. DIMENSIONS S AND V TO BE DETERMINED AT 
SEATING PLANE –T–. 

6. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD 
PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 
0.250 (0.010) PER SIDE. DIMENSIONS A AND B 
DO INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE 
DETERMINED AT DATUM PLANE –H–. 

7. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR 
PROTRUSION. DAMBAR PROTRUSION SHALL 
NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED 0.460 
(0.018). MINIMUM SPACE BETWEEN 
PROTRUSION AND ADJACENT LEAD OR 
PROTRUSION 0.07 (0.003). 

DIM
毫米 英尺 

最小 最大 最小 最大 
A 14.00 BSC 0.551 BSC 

A1 7.00 BSC 0.276 BSC 
B 14.00 BSC 0.551 BSC 

B1 7.00 BSC 0.276 BSC 
C – 1.60 – 0.063 

C1 0.04 0.24 0.002 0.009 
C2 1.30 1.50 0.051 0.059 
D 0.22 0.38 0.009 0.015 
E 0.40 0.75 0.016 0.030 
F 0.17 0.33 0.007 0.013 
G 0.65 BSC 0.026 BSC 
J 0.09 0.27 0.004 0.011 
K 0.50 REF 0.020 REF 
P 0.325 BSC 0.013 REF 

R1 0.10 0.20 0.004 0.008 
S 16.00 BSC 0.630 BSC 

S1 8.00 BSC 0.315 BSC 
U 0.09 0.16 0.004 0.006 
V 16.00 BSC 0.630 BSC 

V1 8.00 BSC 0.315 BSC 
W 0.20 REF 0.008 REF 
Z 1.00 REF 0.039 REF 
0 0 10 0 10 

01 0 – 0 – 
图 26.80 引脚 LQFP 封装图（案例号 917F, 文档号#98ASS23237W） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE

标题：        64引脚 LQFP， 

10×10×1.4 封装， 

间距0.5，案例纲要 

文档号：98ASS23234W 修订版本：D 

2005-4-6 案例号：840F-02 

标准：JEDEC MS-026 BCD 
图 27.64 引脚 LQFP 封装图（案例号 840F, 文档号#98ASS23234W），第 1页（共 3页） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题：        64引脚 LQFP， 

10×10×1.4 封装， 

间距0.5，案例纲要 

文档号：98ASS23234W 修订版本：D 

2005-4-6 案例号：840F-02 

标准：JEDEC MS-026 BCD 
图 28.64 引脚 LQFP 封装图（案例号 840F, 文档号#98ASS23234W），第 2页（共 3页） 



 

 

注： 
1. DIMENSIONS ARE  IN MILLIMETER. 
2. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994. 
3. DATUMS A,B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H. 
4. DIMENSIONS TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE C. 
5. THIS DIMENSION DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION.ALLOWABLE 

DAMBAR PROTRUSION SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED THE 
UPPER LIMIT BY MORE THAN 0.08 mm AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. 
DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE FOOT. 
MINIMUM SPACE BETWEEN PROTRUSION AND ADJACENT LEAD SHALL NOT BE 
LESS THAN 0.07mm. 

6. THIS DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.ALLOWABLE 
PROTRUSION IS 0.25mm PER SIDE.THIS DIMENSION IS MAXIMUM PLASTIC 
BODY SIZE DIMENSION INCLUDING MOLD MISMATCH. 

7. EXACT SHAPE OF EACH CORNER IS OPTIONAL. 
8. THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 

0.1mm AND 0.25 mm FROM THE LEAD TIP. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题：        64引脚 LQFP， 

10×10×1.4 封装， 

间距0.5，案例纲要 

文档号：98ASS23234W 修订版本：D 

2005-4-6 案例号： 840F-02 

标准：JEDEC MS-026 BCD 
图 29.64 引脚 LQFP 封装图（案例号 840F, 文档号#98ASS23234W），第 3页（共 3页） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题：    
热增强型四方扁平贴片封装(QFN)  

48 引脚，间距0.5 (7×7×1) 

文档号：98ARH99048A 修订版本：F 

2005-12-5 案例号：1314-05 

标准：JEDEC MO-220 VKKD-2 
图 30. 48 引脚 QFN 封装图（案例号 1314, 文档号#98ARH99048），第 1页（共 3页） 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题：    
热增强型四方扁平贴片封装(QFN)  

48 引脚，间距0.5 (7×7×1) 

文档号：98ARH99048A 修订版本：F 

2005-12-5 案例号：1314-05 

标准：JEDEC MO-220 VKKD-2 

图 31. 48 引脚 QFN 封装图（案例号 1314, 文档号#98ARH99048），第 2页（共 3页） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题：    
热增强型四方扁平贴片封装(QFN)  

48 引脚，间距0.5 (7×7×1) 

文档号：98ARH99048A 修订版本：F 

2005-12-5 案例号：1314-05 

标准：JEDEC MO-220 VKKD-2 

图 32. 48 引脚 QFN 封装图（案例号 1314, 文档号#98ARH99048），第 3页（共 3页） 
 

注： 

1. 尺寸是毫米。 

2. 符合ASME Y14.5M-1994的排布与公差 

3. 该封装的全称是：HF-PQFN 

4. 共面性适合导线、角导向以及冲模附垫 

5. 焊盘间距最小为 0.2MM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题： 
44 引脚 LQFP, 

封装10×10,间距 0.8, 厚1.4 

文档号：98ASS23225W 修订版本：D 

2007-2-26 案例号：824D-02 

标准：JEDEC MS-026-BCB 
图 33.44 引脚 LQFP 封装图（案例号 824D, 文档号#98ASS23225W），第 1页（共 3页） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题： 
44 引脚 LQFP, 

封装10×10,间距 0.8, 厚1.4 

文档号：98ASS23225W 修订版本： D 

2007-2-26 案例号：824D-02 

标准：JEDEC MS-026-BCB 
图 34.44 引脚 LQFP 封装图（案例号 824D, 文档号#98ASS23225W），第 2页（共 3页） 

 



 

 

注： 
1. DIMENSIONS AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994. 
2. CONTROLLING DIMENSION::MILLIMETER. 
3. DATUM PLANE H IS LOCATED AT BOTTOM OF LEAD AND IS COINCIDENT WITH 

THE LEAD WHERE THE LEAD EXITS THE PLASTIC BODY AT THE BOTTOM OF 
THE PARTING LINE. 

4. DATUMS L,M AND N TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H. 
5. DIMENSIONS TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE T. 
6. DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.ALLOWABLE PROTRUSION 

IS 0.2 PER SIDE.DIMENSIONS DO INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE 
DETERMINED AT DATUM PLANE H. 

7. DIMENSION DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. DAMBAR 
PROTRUSION SHALL NOT CAUSE THE DIMENSION TO EXCEED 0.53 MINIMUM 
SPACE BETWEEN PROTRUSION AND ADJACENT LEAD OR PROTRUSION 0.07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题： 
44 引脚 LQFP, 

封装10×10,间距 0.8, 厚1.4  

文档号：98ASS23225W 修订版本： D 

2007-2-26 案例号：824D-02 

标准：JEDEC MS-026-BCB 
图 35.44 引脚 LQFP 封装图（案例号 824D, 文档号 #98ASS23225W），第 3 页（共 3页） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题： 
薄方封装(LQFP) 

32 引脚, 间距0.8 (7×7×1.4) 

文档号：98ASH70029A 修订版本：D 

2005-5-19 案例号：873A-03 

标准：JEDEC MS-026-BBA 
图 36.32 引脚 LQFP 封装图（案例号 873A, 文档号#98ASH70029A），第 1页（共 3页） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题： 
薄方封装(LQFP) 

32 引脚, 间距0.8 (7×7×1.4) 

文档号：98ASH70029A 修订版本：D 

2005-5-19 案例号：873A-03 

标准：JEDEC MS-026-BBA 
图 37.32 引脚 LQFP 封装图（案例号 873A, 文档号#98ASH70029A），第 2页（共 3页） 

 



 

 

注： 
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. 
2. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994. 
3. DATUMS A,B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H. 
4. DIMENSIONS TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE DATUM PLANE H. 
5. THIS DIMENSION DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE 

DAMBAR PROTRUSION SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED THE 
UPPER LIMIT BY MORE THAN 0.08mm AT MAXIMUM MATERIAL 
CONDITION.DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE 
FOOT.MINIMUM SPACE BETWEEN PROTRUSION AND ADJACENT LEAD SHLL 
NOT BE LESS THAN 0.07mm. 

6. THIS DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE 
PROTRUSION IS 0.25mm PER SIDE.THIS DIMENSION IS MAXIMUM PLASTIC 
BODY SIZE DIMENSION INCLUDING MOLD MISMATCH. 

7. EXACT SHAPE OF EACH CORNER IS OPTIONAL. 
8. THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 

0.1mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREESCALE SEMICONDUCTOR,INC. 

ALL RIGHTS RESERVED. 
MECHANICAL OUTLINE PRINT VERSION NOT TO SCALE 

标题： 
薄方封装(LQFP) 

32 引脚,0.8 间距 (7×7×1.4) 

文档号：98ASH70029A 修订版本：D 

2005-5-19 案例号：873A-03 

标准：JEDEC MS-026-BBA 
图 38.32 引脚 LQFP 封装图（案例号 873A, 文档号#98ASH70029A），第 3页（共 3页） 



 

 

6产品文档 
在http://www.freescale.com可以找到所有文档最新版本。 
参考手册(MC9S08QE128RM)包含了丰富的产品信息，包括工作模式，存储器，复位和

中断，寄存器定义，引脚端口，CPU 和所有模块信息。 
 

7修订历史 
请与网站上 http://www.freescale.com 提供的最新文档对照以检验是否是最新的资料。 
以下修订历史表概括出本文档所包含的变更。 

表 24.修订历史 

修订 日期 变更描述 

4 2007/11/9 用 44 LQFP 封装取代 44 QFP 封装。 

 


